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【はじめに】ダイヤモンドは従来の Si、SiC、

GaNに比べ、禁制帯幅、絶縁破壊電界、熱伝導

率が高いことから、優れたパワー半導体素子と

して期待されている。しかし、そのためにはダ

イヤモンドのヘテロエピタキシャル成長によ

る大口径ウェハーが必要である。これまでも

MgO 基板上のヘテロエピタキシャル成長が報

告されているが[1,2]、本研究ではダイヤモンド

の成長時間を変えた試料を観察、測定すること

で初期の成長機構を調べたので報告する。 

【実験方法】本研究では MgO(001)基板上に Ir

バッファ層をスパッタ法で堆積させ、バイアス

印加核生成(BEN)処理した後、マイクロ波プラ

ズマ CVD法で成長時間を変えてダイヤモンド

成長させた試料を用意した。 

【結果と考察】はじめにダイヤ成長時間 180秒

の Dia/Ir/MgO 試料の X 線ロッキングカーブ

(XRC)φスキャン測定したところ(Fig 1)、MgO、

Ir、Diamond 共に 4 つの<111>ピークが、同一

方向で現れ、面内で配向していることが分かっ

た。また ω-2θ スキャン測定では MgO(001)、

Ir(001)、Diamond(001)と成長軸方向に配向して

いることを確認した。結果として、Diamond 

(001) [110] // Ir (001) [110] // MgO (001) [110] と

いう配向関係と結論付けた。 

次にダイヤ成長時間を変えた試料表面の

AFM観察を行った。ダイヤ成長時間 30秒[Fig 

2(a)]では四角形のダイヤの核（サイズ：約 5nm）

の形成を観察し、ダイヤ成長時間 90 秒[Fig 

2(b)]ではダイヤの核（サイズ：約 100nm、高さ：

約 5nm）で横方向成長が起こっていることが分

かった。ダイヤ成長時間 120秒[Fig 2(c)]では、

ダイヤモンド核（高さ：約 5nm）が<110>方向

で合体していく様子が観察された。 
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Figure 1. XRCφscan of Diamond / Ir / MgO. 

Diamond growth time, 180s.  

(a)30s (b)90s 

(c)120s 

Diamond / Ir / MgO 

Figure 2. AFM images (1× 1µm sq.) of 
diamond nuclei on Ir buffer / MgO(001). 
Diamond growth time, (a) 30s, (b) 90s, (c) 
120s. 
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